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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月12日(2017.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子を架橋する方法であって、
炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子をプラットフォーム上に巻き付けることによってプラッ
トフォーム上に設置された炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分をｅ－ビーム放
射光に露光させるステップであって、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子をプラットフォー
ム上に巻き付けることが、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子を横切るｅ－ビーム放射光の
方向に複数の層の積み重ねが形成されるように炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子を巻き付
けることを含むステップと、
プラットフォームとｅ－ビーム放射光とのうちの少なくとも一方を他方に対して移動させ
、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第２の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるステッ
プと、
炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分及び第２の部分の温度がｅ－ビーム放射光
によって炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の軟化点に達するのを防止するためにプラット
フォームの温度を調整するステップと
を含んでおり、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子が、ポリカルボシラン、ポリシラザン又
はポリジシラザンである、方法。
【請求項２】
　プラットフォームの温度を調整するステップが、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第
１の部分及び第２の部分から熱を除去するためにプラットフォームから熱を除去するステ
ップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるステッ
プ及び炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第２の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるス
テップが、０．２ＭＧｙ～２０ＭＧｙの累積ドーズ量でｅ－ビーム放射光を投射するステ
ップを含む、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項４】
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　プラットフォームとｅ－ビーム放射光とのうちの少なくとも一方を他方に対して移動さ
せるステップが、回転の軸（Ｘ－Ｘ）の周りにプラットフォームを回転させるステップを
含む、請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　プラットフォームの第１の表面上に炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子を設置するステッ
プをさらに含み、第１の表面が、プラットフォームの回転の軸（Ｘ－Ｘ）の周りに少なく
とも部分的に広がる、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるステッ
プが、ビーム放射機構から放出されたｅ－ビーム放射光がプラットフォーム上の炭化ケイ
素ファイバ前駆体高分子を横切らない第１の配置からｅ－ビーム放射機構から放出された
ｅ－ビーム放射光が炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分を横切る第２の配置へ
と、プラットフォームとｅ－ビーム放射光とのうちの少なくとも一方を他方に対して移動
させるステップを含む、請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるステッ
プ及び炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第２の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるス
テップが、１０ＭＧｙ～２０ＭＧｙの累積ドーズ量でｅ－ビーム放射光を投射するステッ
プを含む、請求項１乃至請求項６のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子を架橋する方法であって、
プラットフォーム上に設置された炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分をｅ－ビ
ーム放射光に露光させるステップと、
プラットフォームとｅ－ビーム放射光とのうちの少なくとも一方を他方に対して移動させ
、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第２の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるステッ
プであって、回転の軸（Ｘ－Ｘ）の周りにプラットフォームを回転させることを含むステ
ップと、
炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分及び第２の部分の温度がｅ－ビーム放射光
によって炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の軟化点に達するの防止するためにプラットフ
ォームの温度を調整するステップと、
プラットフォームの第１の表面上に炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子を設置するステップ
であって、プラットフォームの回転の軸（Ｘ－Ｘ）が、プラットフォームの第１の表面に
実質的に鉛直である、ステップと
を含んでおり、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子が、ポリカルボシラン、ポリシラザン又
はポリジシラザンである、方法。
【請求項９】
　プラットフォームの温度を調整するステップが、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第
１の部分及び第２の部分から熱を除去するためにプラットフォームから熱を除去するステ
ップを含む、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第１の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるステッ
プ及び炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子の第２の部分をｅ－ビーム放射光に露光させるス
テップが、０．２ＭＧｙ～２０ＭＧｙの累積ドーズ量でｅ－ビーム放射光を投射するステ
ップを含む、請求項８又は請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子をプラットフォーム上に巻き付けることによって炭化
ケイ素ファイバ前駆体高分子がプラットフォーム上に設置され、炭化ケイ素ファイバ前駆
体高分子をプラットフォーム上に巻き付けることが、炭化ケイ素ファイバ前駆体高分子を
横切るｅ－ビーム放射光の方向に複数の層の積み重ねが形成されるように炭化ケイ素ファ
イバ前駆体高分子を巻き付けることを含む、請求項８乃至請求項１０のいずれか１項記載
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の方法。
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